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La présente invention est relative en g2éné-
ral & un moyen d'enregistrement magnétique, et plus particulid-
rement & un moyen d'enregistrement magnétique comportant un
film mince de métal ferromagnétique en tant que couche d'enre~
gistrement magnétique sur un substrat non magnétique,

Un moyen 4'enregistrement magnétique classi-
que est prévu de manitre telle qulune peinture magnétique com=
posée principalement de poﬁdre ferromagnétique aciculaire telle
qu'une poudre d'oxyde ferrique gamma ( ‘{-Fe203), de bioxyde
de chrome Groz, d'alliage Fe-Co ou analogue, ainsi qu'un liant
polymére est appliqué sur un substrat non magnétique pour conge
tituer une couche d'enregistrement magnétique,

Cependant, il y a lieu de mentionner un moyen
d'enregistrement magnétique dans lequel un film fin de métal
ferromagnétique est formé sur un substrat non maggnétique, en
utilisant la technique d!évaporation sous vide, de pulvérisation,
de dép8t ionigue etCeoey dtun mdbal ferromagnétique ou dtun al-
liage, et ce film est utilisé comme couche d'enregistrement ma-
gnétique, Comme le moyen d’enregistrement magnétique de ce type
4 fin film de métal ferromagnétique n'utilise pas de liant, 411
est susceptible dlaccrofire 1a compacité du matériau magnétique
et, en conséquence, m&me si la couche d'enregistrement magnéti-
que est fine, il est possible d'obtenir un moyen dlenregistre-
ment magnétique ayant une densité &levde de flux magnétique ré-
siduel. De plus, comme le maitdériau magnétigque de ce moyen d'en-
registrement magnétique est disposé en couche fine, lors de
llenregistrement dtun signal de courte longueur d'onde, il est
€galement possible de fourmir un moyen 4'enregistrement qui est
d'une sensibilité varticulisremens excellente pour un tel signal
de courie longueur disnde et un tel moyen est en conséquence
trés souhaitable pour 1l'enregistrement mognétique % haute densi-
tée

Comme procédé pour former un moyen d'enregis-
trenent magnétique d'un fel iype 3 fin film de métal ferromagné-
tique, on comnaft dans 1'art antérieur ce gque 1'on appelle le
procédé d'évapomaiion obligue, C'est un procédé dans lequel la
vapeur d¥un mdtsl fgrrbmagnétique tel que Pe et Co a une inci-
dence cbligue sur un substrat non magnétigue, incidence selon
laquelle on 2ffecoiue le da¢plt et la culturs sur un subsirat

-

non magnéiigque, Gonfermdmens 3 oe proeédd diévapcration oblique,
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il est possible d'obtenir un moyen d'enregistrement magnétique
présentant une force coercitive élevéde. Mais, pour obtenir

une force coercitive élevée, le faisceau de particules de va=
peur d'un métal tel que Fe et Co, doit arriver sur le substrat
non magnétique avec un angle d'incidence de 1'ordre de 40° 3 80°,
le rendement de l'opération de dép8t étant alors médiocre et,

en conséquence, la productivité basse. Mais & moins d'utiliser
le procédé d'évaporation oblique précité, il est difficile d'ob-
tenir un moyen d'enregistrement magnétique ayant une force coer-
citive élevée, Comme par exemple le cobalt a une anisotropie mae-
gnétique cristalline élevée, le cobalt est apprécié en tant que
matériau magnétique pour fournir une couche magnétique ayant une
force coercitive élevée, Néanmoins, si le cobalt est simplement
évaporé, c'est-a-dire que le faisceau de vapeur de cobalt est
amené sur la majeure surface d'un substrat non magnétique en
étant essentiellement perpendiculaire & cette surface pour for-—
mer une couche ou un film de cobalt, la force coercitive de
cette couche de cobalt est inférieure & 100 Oe. Cette basse force
coercitive précitée n'est pas utilisable dans un moyen d'enre-
gistrement magnétique de haute densité,

Pour constituer une couche de matériau magné-
tique ayant une force coercitive élevée, indépendamment du pro-
cédé d'évaporation oblique précité, il a été proposé un procédé
ol la couche de métal magnétique n'est pas directement formée
sur le substrat non magnétique, mais ol par contre, une sous-
couche est formée entre le substrat non magnétique et la couche
de métal magnétique, Comme exemple d'un moyen d'enregistrement
magnétique comportant une sous~-couche, on connaft un moyen d'en-
registrement magnétique dans lequel une sous-couche est formde
par évaporation de chrome, tandis que du cobalt est déposé sur
cette sous~-couche par évaporation de cobalt, Mais la caractéris-
tique magnétique du moyen d'enregistrement magnétique ainsi réa-
1lisé est susceptible d'8tre influencée par la température du sub—r
strat & laquelle la couche de métal magnétique est &vaporée.

Par exemple, si une force coercitive supérieure & 400 Oeoest ch=
tenue en utilisant du ccbalt ayant une épaisseur de 400 A comme
couche supérieure, il est nécessaire de chauffer le substrat au-
deld de 300°C. En conséquence, lorsqu'une couche de matériau ma-
gnétique ayant une force coercitive supérieure & 400 Oe est cons~
tituée sur un substrat non magnétique, il est difficile d'utiliser
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comme substrat non magnédtique, un film de polymere tel que du
téléphtalate de polyéthyldne ayant une médiocre résistance a
la chaleur.

Un but de 1a présente invention est de eréer
un moyen d'enregistrement magnéiique amélioré comportant une

couche d'enregistrement magnétique constituée d'un film mince

de métal ferromagnétique.

Un autre objet de 1l'invention est de créer
un moyen d'enregistrement magnétique ayant une force coercitive
élevée,

Un autre but de ll'invention est de créer un
moyen d'enregistrement magnétique ayant une caractéristique
magnétique isotropique dans le plan de la couche d'enregistre-
ment magnétigue,

Un autre bubt de la présente invention est
également de créer un moyen d'enregistrement magnétique dans
lequel on utilise un substrat non magnétique ayant une médiocre
résistance & la chaleur, ,

Un autre but de l'invention est enfin de
créer un moyen d'enregistrement magnétique qui puisse &tre
fabriqué avec un rendement élevé de la matidre premiere.

Selon une premiére forme de la présente in=-
vention, celle-ci concerne un moyen d'enregistrement magnétique
comportant 2
- un substrat non magnétique,

- une premidre couche constitudée de bismuth revétant sur ce subs-
trat la forme d'ilots discontinus, :

-~ une couche de métal ferrbpagnétique formée sur cette premiere
couche et le substrat.

Selcn une autre forme de la présente inven—
tion, celle~ci concerne un moyen dfenregistrement magnétique
comportant ¢
- un substrat non magnétique,

- une premiére couche constituée de silicium amorphe et/ou d'un
composé de silicium et recouvrant en continu le substrat,

- une seconde couche constituée de bismuth revétant sur ce subs-
trat la forme d'ilots discontinus,

~ une couche de métal ferromagnétique formée sur cette premiére
et cette seconde couche,

D'autres buts, particularités et avantages de
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la présente invention vont découler de la description qui va
suivre et qui se référe aux dessins ci-joints dans lesquels :

- les figures 1 et 3 sont respectivement des
coupes schématiques d'un moyen d'enregistrement magnétique con=-
forme & l'invention,

- la figure 2 représente schématiquement une
coupe d'un moyen d'enregisirement magnétique conforme i la pré-
sente invention, observée par l'intermédiaire d'un microscope
électronique,

- la figure 4 est un schéma montrant un exem—
ple de l'appareil prévu pour la fabrication d'un moyen d'enre-
gistrement magnétique conforme & la présente invention,

- la figure 5 est un graphique montrant la
caractéristique magnétigque d'un moyen d'enregistrement magnéti-
que classique,

~ les figures 6 et 7 sont des graphiques mon—
trant respectivement la caractéristique magnétique d'un moyen
d'enregistrement magnétique conforme % la présente invention,

Un moyen d'enregistrement magnétique conforme
a4 la présente invention comprend un film magnétique mince pré-
sentant une structure & double couches, avec une sous-couche
constitude de bismuth et qui est formée sur un substrat non ma-
gnétique, et un film mince de métal magnétique par exemple de
cobalt formé sur la sous-couche, Grice & cette disposition, il
est possible d'obtenir un moyen d'enregistrement magnétique
ayant une force coercitive élevée. En outre, pour obtenir un tel
moyen d'enregistrement magnétique de fagon plus sfire et plus sta=-
ble, dans le cas du moyen d'enregistrement magnétique ayant la
construction précitée, il a été en outre pris des dispositions
pour constituer une couche continue de silicium ou d'un composé
de silicium entre le substra®t non magnétique et la sous-couche
discontinue de bismuth.

La figure 1 est une coupe schématique & gran-
de échelle montrant un exemple d'un moyen d'enregistrement ma=
gnétique conforme & la présente invention, Sur cette figure 1,
une sous-couche 3 , constituée de bismuth est déposde sur la
majeure surface d'un substrat non magnétique 1, sous forme d'ilots
discontinus et sur ceitte sous-couche est évaporée une couche
4 de métal ferromagnétigue, l'ensemble constituant un moyen d'en-
registrement magnétique, Comme substrat non magnétique 1, il
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est possible d'utiliser un film polymére (polyimide, téléphtala-
te de polyéthyléne, etc...), du verre, des céramiques ou une pla-
que de métal dont la surface est oxydée, etc... La température
Is du substrat lors du dépdt du métal ferromagnétique par éva=-
poration sous vide, est importante et il est souhaitable que
cette température de substra*t Ts soit choisie entre 130°C et le
point de fusion du bismuth, Lorsque le bismuth est évaporé sur

le substrat & cette température Ts du substrat, la sous-couche

3 constituée de bismuth est déposée sur le substrat non magnéti-
que 1 sous forme d'flots discontinus,

Ia figure 2 montre 1'état dans lequel la tem—
pérature Ts du substrat est maintenue par exemple & environ
150°C tandis que 1z sous=-cotiche de bismuth 3 et 1la couche 4
d'un métal tsl que du cobalt sont déposées par évaporation sous
vide sur le subsitrat non magnétique 1, De fagzon plus précise,
comme le montre la figure 2, la sous-couche 3 de bismuth est
déposée sous forme d'flots disconbinus dont chacun a une forme

rrondie et la couche 4 de cobalt est formée sur la sous-couche
3 de bismuth en forme 4'Llots et sur la surface partiellement
accessible du substrat non magnétique 1. Dans ce cas, la figure
2 montre schématiquement le vrésultat obtenu par 1'observation
d'une coupe du moyen d'enregistrement magnétique 3 1l'aide d'un
microscope électronigue,.

Cependant, lorsque 1la température Ts du subs-
trat est inférieure & 100°C, la scus-couche de bismuth est dé-
posée sur le subsiret non magnétique sous la forme d'un film
continu avec d'innombrables crevasses, la couche de cobalt étant
déposée en continu suy ce film, Alors, lorsgue ia température
Ts du substrat est de 1009C ou meins, 1la force coercitive He
est faivle de lloxdre de 100 Oe & 15C Oe,; ce gqui indique que
lteffet de la sous-couchs 4 bismuth 3 n'est pas aussi remarqua-
ble. Mais, lorsgue la hemrirature Ts du subsiralt est supérieure
2 180°C, la foree coerciiire He devient élevée ef Llleffet de la
sous-couche 3 de tismuth devient important,
zgeur moyenne de la sous—couche 7 de
de fagorn & 8tre supérisure 3 10 1 rais in-
fom?® a9100}1g/cm2), et de préfégenee de
00 4 mais inférieure & 1000 A

o # s 1es valsurs précitées entre paren-
théses d%ant les valswes correspondant i 1'dpaisssur moyenne du
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film calculée en quantité de bismuth par cm2,

I1 est en outre recommandé que 1l'épaisseur
de la couche de métal fev*omagnethue 4 soit ch01s1e de facon
4 8tre supérieure 3 100 A et inférieure i 1000 A et de préféren-
ce, supérieure a 250 A et 1nfer1eure a 500 A. 51 cette épais-
seur est inférieure & 100 A la quantité de magnétlsatlon n'est
ras suffisante, S8Si elle est supérieure & 1000 A, la force coer-—
citive He et le rapport rectangulaire Rs sont altérés. L'épais-
seur de la couche 4 de cobalt est 1l'épaisseur calculée i partir
de la quantité de magnétisation de la couche de cobalt,

En ce qui concerne le moyen d'enregistrement
magnétique ainsi composé, lorsque la température Ts du substrat
se situe entre 130°C et le point de fusion du bismuth, 1‘épals-
seur de la sous-couche 3 de bismuth se situant entre 10 A et
1000 A tandis que 1l'épaisseur de la couche 4 de métal ferroma-
gnétique, par exemple de la couche de cobalt, se situe entre
100 A et 1000 A, il est possible d'obtenir une couche magnéti-
que ayant une force coercitive Hc se situant entre 500 Oe et
1000 Oe, tandis que le rapport rectangulaire Rs se situe entre
0,60 et 0,65, Bn particulier, puisque l'effet de la sous-couche
de bismuth 3 devient remarquable et gu'une force coercitive
élevée Hc est obtenue, m8me si la température du substrat est
130°C, il est possible d'utiliser pour le substrat non magnée
tique, méme un film polymere tel que le téléphtalate de polyé-
thylehe qui a une résistance 4 la chaleur relativement médiocre,
81 bien que les possibilités de choix du matériau non magnétique
se trouvent élargies, De plus, il est possible d'utiliser ce
moyen d'enregistrement magnétique sous la forme d'un disque ma-
gnétique puisque les caractéristiques magnétiques sont isotro-
piques dans le plan de la couche magnétique,

La figure 3 montre schématiquement un autre
exemple de moyen d'enregistrement magnétique conforme & la pré-
sente invention, dans lequel, dans l'exemple de la figure 1, un
film continu amorphe de silicium ou d'un composé de silicium,
est interposé entre le substrat non magnétique et le film dis-
continu de bismuth, En fait, il est crée un moyen d'enregistre-
ment magnétique dans lequel un film 2 continu amorphe constitué
de gilicium ou d'un composé de silicium est formé sur un substrat
non magnétique 1, une couche 3 de bismuth en forme d'flots dis-
continus est constituée sur ce film 2 et un film mince 4 de mé%al
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magnétique, tel qu'un film de cobalt est constitué sur la couche
3 pour servir de couche magnétique,

La couche de silicone composée de silicone
peut étre déposée sur le subsitrat non magnétique par évapora-
tion sous vide, pulvérisation, etc.. afin de constituer une cou-
che continue ayant une épaisseur de 50 K a 500 K. Le matériau
de cette couche peut &tre du silicium ou un composé de silicium
tel que Si0,, 8i,N, et SiC, Ia raison pour laquelle l'épaig-
seur du film continu amorphe 2 est choisie entre 50 et 500 A
est que, si cette épaisseur est inférieure & 50 X, le film con~
tinu est trésodifficile & obtenir, tandis que si elle est supé-
rieure & 500 A le film 2 se cristallise et 1l'épaisseur occupée
par la partie non magnétique du moyen d'enregistrement devient
trop importante,

Méme dans le moyen d'enregistrement magnétique
représenté sur la figure 3, le film discontinu 3 constitué de
bismuth et le film mince de métal magnétique 4 qui sont formés
sur la couche continue amorphe 2, sont construits d'une maniére
gimilaire & celle précédemment mentionnéde,

La figure 4 montre le schéma d'uh appareil
qui est utilisé pour la fabrication d'un moyen d'enregistrement
magnétique conforme % la présente invention. Sur cette figure,
le numéro de référence 11 désigne dans son ensemble une cham=
bre & vide ol 1a pression est abaissée par exemple & 10"6 ou
10~7 morr grice b 1'aspiration 12 d'une pompe & vide, A 1'inté-
rieur de cette chambre & vide 11 sont disposés une source d!'éva-
poration 13 et un substrat non magnétique 1 sur lequel doit
steffectuer le dépbt. Ce substrat non magnétique { est supporté
par un support de substrat 15 et il est amené & une température
de substrat prédéterminée par un fluide chauffant 16 fourni au
support de subsirat 15. La source d'évaporation 15 est chauffée
et 1'évaporation s!effectue au moyen d'un procédé de chauffage
par faisceau électronique. Dans ce cas, la source d!'évaporation
13 peut &tre chauffée et 1l'évaporation s'effectue également
sur la base d'un procédé de chauffage par résistances ou d'un
procédé de chauffage par induction haute fréquence. En outre,
un volet 17 est placé entre le substrat non magnétique 1 et la
source d'évaporation 13.

Tout d'abord, & titre d'exemple de comparai-

son pour la présente invention, considérons le résultat de la
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mesure d'une caractéristique magnétique (force coercitive He)

tel qu'il est représenté sur la figure 5, dans le cas ou un
moyen d'enregistrement magnétique est préparé en évaporant direc-
tement du cobalt sur le substrat non magnétique 1, par utilisa-
tion de ltappareil décrit ci-~dessus, Sur le graphique de la fi-
gure 5, la valeur de la force coercitive Hec relative & une épais-
seur d'une couche de cobalht est reportée chaque fois que la
température Ts du substrat non magnétique 1 est modifiée pour
devenir égale & la température du local (repérée par @ ), a

180°C (repéréepar O ) et & 250°C (repérée par AA ) respective-
ment, 1l'épaisseur de la couche de cobalt indiquée en abscisses
étant une valeur calculde & partir d'une valeur mesurée de la
magnétisation de la couche ainsi déposée, Comme on le voit sur

la figure 5, la valeur de la force coercitive He lorsque le
cobalt est directement déposé sur le substrat non magnétique

est basse, c'est-a-dire inférieure 4 100 Oe quelle que soit l1la
température Ts du substrat. »

On va maintenant donner une explication pour
chacun des différents exemples ol le moyen d'enregistrement
magnétique de 1l'invention est obtenu de fagon similaire par éva=
poration de la sous-—couche de bismuth sur une surface majeure du
substrat non magnétique, tandis que la couche de cobalt est en-
suite évaporée sur cette sous-couche en utilisant l'appareil
précédemment décrit., Dans les exemples 1 3 7 qui vont suivre,
un film de polyimide de 50 ’»m d?'épaisseur est utilisé comme
substrat non magnétique 1.

EXEMPIE { -

La température Ts du substrat non magnétique
1 était de 150°C et la sous-couche de bismuth ayant une épais-
geur moyenne de 1000 K puis la couche de cobalt ayant une épais~
seur moyenne de 370 K étaient déposées successivement sur le
substrat 1. Les caractéristiques magnétiques de ce moyen d'enre-
gistrement magnétique étaient telles que 1l'on avait pour la for-
ce coercitive Hc = 580 Oe et pour le rapport rectangulaire
Rs = 0,65. '

EXEMPIE 2 -

La température Ts du substrat non magnétique
1 était de 150°C et la sous-couche de bismuth d'une épaisseur
moyenne de 1000 K, et la couche de cobalt d'une épaisseur moyen-
ne de 520 3 étaient déposdes successivement, Les caractéristiques
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magnétiques de ce moyen d'enregistrement magnétique Staient
telles que 1l'on avait pour la force coercitive He = 440 Oe et
pour le rapport rectangulaire Rs = 0,52,

EXEMPIE 3 -

La température Ts du substrat non magnétique’
1 était de 150°C, 1la saus—ﬂouche de bismuth ayant une épais-
seur moyenne de 1000 A et la couche de cobalt ayant une épais—
seur moyenne de T80 A étaient évapordes successivement, ILes
caractéristiques magnétiques de ce moyen d'enregistrement magné-
tique étaient tellss que 1l'on avait pour la force coercitive

= 360 Oe et pcur le rapport rectangulaire Rs = 0,44.

Tandis que dans les exemples 1 & 3 ci-dessus,
la température Ts du substrat stait de 150°C, le rapport rectan-
gulaire Rs et la force ccercitive He correspondant & d'autres
exemples ol la température Ps du substrat 4tait ramende & la
température du lccal et 4 100°C, sont représentéds sur la figure
6. Dans ces cas, 1'épaisseur moyenne de la sous-couche de bis-
muth est de 1000 ﬁ dans chaque cas, Egalement, la température
Ts du substrat pour chacun des cas est représentée de fagon
que lorsqu'elle sst d€gale & la tempdrature du local elle est
indiquée par les repiresf ot /\ , lorsguielle est égele
100°C, elle est indiquée par les reptres BB o5 L1 et lorsqu'elle
est égale A 150°C elle est indiquée par les repéres @ et O
sur la figure 6, Comme on le voit & partir du graphique de cette
figure 6; lorsgue la température Ts du substirat est & la tempé-
rature du local et % {009, la force coercitive He est abaissée,

2 tempdrature Tg du substrat non magnétique
1 était de 15006g ia sous=couche de bismuth ayant une éraisseur
moyenna de 50C & =% t ayant une épaisseur de
550 A ont &%é & ssivenent, Zes caracidristiques ma-
gnétiques de ce moyen disives :
gque l'on avait pour iz force co
ie rapport rectangulairs ks = 0,63,

ZXBIPIE 5 -

La Sempérature Te du substrat non magnétigue
1 était de 150°C, Lz zous-couche de bismuth ayant une épaisseur
moyenne de 500 i et 1= ccuche e cobalt ayant une épaisseur de

*ceessi?emQHZQ 128 caractéristiques

meglistrorent magnétinue étaient
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telles que l'on avait pour la force coercitive Hc = 1070 Qe et
pour le rapport rectangulaire Rs = 0,64,

EXEMPLE 6 - .

La température Ts du substrat non magnétique
était de 150°C, la sous-ccuche de bismuth ayant une épaisseur
moyenne de 100 K et la couche de cobalt ayant une épaisseur de
270 K étaient déposées successivement., Les caractéristiques
magnétiques de ce moyen d'enregistrement magnétique étaient
telles que 1l'on avait pour la force coercitive Hc = 700 Oe et
pour le rapport rectangulaire Rs = 0,70,

En plus des exemples précités 4 & 6, consi-
dérons les résultats dlautres exemples dans lesquels la tempéra=
ture Ts du subsirat était choisie constante & 150°C et dans
lesquels l'épaisseur de la sous-couche de bismuth ainsi que de
la couche de cobalt variaient respectivement en méme temps que

. les caractéristiques magnétiques du rapport rectangulaire Rs et

de la force coercitive Hc comme le montre la figure T, ol les
reperes A ’ | ’ o ’ X et O indiquent respectivement les
cas o% l'épa%sseur %oyenneode la sogs—couche de bismuth est de
1000 A, 500 A, 300 A, 200 A et 100 A, Comme cela est évident
2 partir de 1la figure 7, méme dans le cas ol 1l'épaisseur moyenne
de l% sous-cogche de bismuth est modifiée entre des limites de
100 A & 1000 A, la relation entre la force coercitive Hc et le
rapport rectangulaire Rs d'une part et 1'épaisseur de la couche
de cobalt d'autre part, indique une tendance similaire selon la-
quelle lorsque l'épaisseur de la couche de cobalt décroft la for-
ce coercitive He et le rapport rectangulaire Rs sont simultané-
ment accrus, Ainsi, le résultat, selon lequel m%me si 1l'épaisseur
de la sous-couche de bismuth est ramenée & 100 A 1la force coer-
citive He est suffisamment augmentée, indique que lorsqu'une
pluralité de films minces sont superposés pour obtenir une densi-
té de flux magnétique souhaité, il devient possible de réduire
la sous-couche de bismuth occupant le moyen d'enregistrement ma-
gnétique et donc ceci est avantageux pour obtenir un moyen
d'enregistrement magnétique ayant une densité de flux magnétique
élevée,

EXEMPLE 7 =

La température Ts du substrat non magnétique
1 était de 200°C , la sous—couche de bismuth ayant une épais-
seur moyenne de 200 X et 1la couche de cobalt ayant une épaisseur
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de 330 2 étaient déposdes successivement, Les caractéristiques
magnétiques de ce moyen d'enregistrement magnétique étaient
telles que l'on avait pour la force coercitive He = 550 Oe et
pour le rapport rectangulaire Rs = 0,64.

Dans ce cas, il est & noter que méme si la
température Ts du substrat était de 200°C, la force coercitive
He est augmentée,

EXEMPLE 8 -

Un moyen d'enregistrement magnétique était
préparé, dans lequel le film continu amorphe 2 constitud de
silicium avec une épaisseur de 100 K était déposé sur le substrat
non magnétique constitué de polyester., (téléphtalate de polyé-
thyléne), la couche 3 de bismuth est déposée sur le film 2 sous

[]
- forme d'flots discontinus avec une épaisseur moyenne de 200 4,

et le fiim mince de métal magnétique 4, & savoir de cobalt,
avec une €paisseur de 500 K est ensuite déposé sur le film 3
en utilisant l'appareil représenté sur la figure 4, la tempéra-
ture du substrat étant alors de 150°C, Le moyen d'enregistre~
ment magnétique correspondant & cet exemple 8 a des caractéris-
tiques magnétiques telles que 1l'on a pour la force coercitive
He = 880 Oe et pour le rapport rectangulaire Rs = 0,73,

EXEMPLE 9 -

Au lieu du film continu amorphe 2 constitué
de silicium dans l'exemple 8 précité, un film constitué de
8102 et ayant une épaisseur de 100 i‘était utilisé, Les carac-
téristiques magnétiques du moyen d'enregistrement magnétiques
correspondant & 1l'exemple 9 étaient telles que 1l'on avait pour
la force coercitive He = 605 Oe et pour le rapport rectangulai-
re Rs = 0,66, '

EXEMPIE 10 -

Au lieu du film continu amorphe 2 constitué
de silicium de 1'exemple 8,oune couche constituée de Si3N4
ayant une épaisseur de 100 A était utilisée, Les caragtéristi-~
ques magnétiques du moyen d'enregistrement magnétique corres-
pondant & cet exemple 10 étaient telles que 1l'on avait pour la
force coercitive He = 860 Oe et pour le rapport rectangulaire
Rs = 0,73,

EXEMPLE 11 -

Un moyen d'!enregistrement magnétique était
préparé dans-lequel, aprés que la couche constituée de SiO2
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ayant une épaisseur de 300 K ait été déposée sur le substrat
non magnétique formée d'une plaque d'alumlnlum, le film de bis-
muth d'une épaisseur moyenne de 300 A ait été déposé de fagon
& constituer une couche rev8+tant la forme d'flots discontinus
et une couche de cobalt avec une épaisseur de 500 K ait été
déposée ensuite. Les caractéristiques magnétiques du moyen
d'enregistrement magnétigue ainsi composé, étaient telles que
1'on avait pour la force coercitive Hs = 790 Qe et pour le
rapport rectangulaire Rs = 0,64,

EXEMPLE 12 -

Un moyen d'enregistrement magnétique était
obtenu dans lequel la couche faite de SiC ayant une épaisseur de
100 A était déposde en tant que film continu amorphe sur le
film de polyester, le film de bismuth avec une épaisseur moyenne
de 200 A était déposé ensuite de fagon de constituer la couche
formant des flots dlscontﬂnuq, puis le film de cobalt avec une
epalsseur de 500 A était ensuite déposé., Dans ce cas, on avait

= 750 Oe et Rs = 0,66,

Comme indiqué ci-dessus, en accord avec la
présente invention, la formation du film magnétique mince selon
une structure en double couches constitudes de Zobalt et de bis-
muth, permet d'obtenir facilement un moyen d'enregistrement ma-
gnétique avec une force coercitive élevée, Dans ce cas, puisque
lorsque la température du substrat lors du dépdt est aussi bas-
se que 1350°C, l'effet de la sous-couche de bismuth reste tou-
jours remarquable et qu'un moyen d'enregistrement magnétique
avec une force coercitive élevée peut &tre obtenu, il est
alors possible d'utiliser pour la matidre premidére du substrat
non magnétique, un £ilm en polymére tel que du téléphtalate de
polyéthyléne qui a une résistance & la chaleur relativement mé-
diocre,

En outre, lorsque le film polymére est em=
ployé en tant que substrat non magnétique, puisque la couche de
bismuth ayant un bas point d'ébullition (1560°C) est déposée
en premier lieu sur le film polymdre pour constituer la premiére
couche, la puissance de chauffage nécessaire pour évaporer le
bismuth est réduite et en conséquence, la radiation calorifique
sur le film polymére est faible., De plus, bien que le cobalt
déposé en tant que seconde couche sur la couche de bismuth ait
un point d'ébullition élevé (aux environs de 3100°C) et que
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la puissance de chauffe ndécessaire pour son évaporation soit ime
portante et qu'en conséquence, la radiation calorifique soit
intense, du fait de la couche de bismuth précéddemment déposée
sur le substrat, on évite en pratique un rayonnement calorifi-
que direct sur le film polymdre et on évite le risque de défor-
mations de ce film par la chaleur.

En outre, dans la présente invention, lors-
que le film continu amorphe constitué de silicium et d'un
composé de silicium est formé entre le substrat noh magnétique
et le film discontinu du bismuth, puisqu'il est possible d'ob=-
tenir un moyen d'enregistrement magnétique avec dfexcellentes
caractéristiques magnétiques indépendamment du matériau de base,
pour des ubilisations et des buts variés, le substrat non ma-
gnétique peut &ire constitué & partir de matidres premiéres
bon marché, En d'autres termes, dans le moyen d'enregistrement
magnétique selon la présente invention, puisque la couche amor-
phe, particulitrement la couche 2 de silicium ou d'un composé de
silicium gui peut facilement &itre formée pour constituer une
couche amorphe, est déposés sur le substrat non magnétique,

11 est possible d'éviter 1'influence résultant de 1'état cris-
tallographique du substrat ncn magnétique, Quel gue soit cet

état, puisque la couche de bismuth est déposée et gulensuite le
film mince de cobali est ddposé & son tour, il semble que l'orien-
tation du cobalt ainsi 3épcsé veut &tre obhenue plus efficace~-
ment du fait de la couche discontinue constitude de bismuth,

Dans ce cas, bien gue les exemples précités
3oient des cas ol un moyen d'enregistrement magnétique est obe
tenu dans lequel le film magndtique mince de structure double-
couches consiitudes &2 la ecus~couche de bismuth et de 1a coue
che de ccbalt est ddpcsé sur le substrat non magnétique, et
que le film magnétiqus mince de structure i triple couches
congtitudes de la couchs de silicium, ds 1a scus-couche de bis-
muth et de la ccusche 4 cobaly est déposé sur le substrat non
magnétique, pour obbternir une densité scuhaiide du flux magndti-
que, la structurs double couches formées de la couche de bis-
mth et de la couchs de cobalt ou la struciure tripie couches
formées de la couchs ds silicium, de la couche de bismuth et de
la couche de covalt, nsuwvent Ztre superposdes jusqu'a ce que la
22 gouhaitde soit obtermie, A titre d'exem-

33

dengité de flox mazn

vie, pour cbienlr dez caraciéristigues magnétigues telles que
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la force coercitive Hc ne soit pas inférieure & 500 Oe

(He = 500 Oe) et que le rapport rectangulaire Rs ne soit pas

inférieur & 0,60 (Rs < 0,6), il est souhaitable que 1'épais-

seur de la couche de cobalt soit inférieure & 500 A mais lors-
que la densité de flux magnétique n'est pas suffisante, cette

couche peut 8tre constiiuée comme une multicouche,

De plus, si au lieu de bismuth, de 1l'antimoi-
ne ou du thallium sont utilisés, des effets similaires a ceux
de la présente invention peuvent 8&tre obtenus,

Bien que dans les exemples précités, le
corps simple cbbalt soit utilisé pour constituer le film mince
de métal magnétique, il est possible d'utiliser d'autres films
minces de métal magnétique, par exemple des alliages Co-Ni,
ou analogues., Dans ce cas, si un rapport de mélange, tel que
par exemple une proportion de nickel dans un alliage cobalt-
nickel est choisi dans une étendue de 30 & 50 atomes pour cent,
une force coercitive treés élevée peut &tre obtenue et il est
également possible d'obtenir une couche magnétique dont la ré-
sistance & la corrosion soit excellente,

La description ci-dessus se référe aux réaw-
lisations préférées de l'invention, mais il est évident que de
nombreuses modifications peuvent 8tre effectudes par les spé=-
cialistes de la question sans sortir de l'esprit ou du cadre
des concepts de ltinvention, tels qu'ils sont définis par les
revendications ci~jointes,
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REVENDICATTONS
1°) Moyen d'enregistrement magnétique carace
térisé en ce qu'il comporte
- un substrat (1) non magnétique,
- éventuellement une premi®re couche (2) recouvrant en continu
ce substrat et faite de silicium amorphe et/ou d'un composé
de silicium,
= une premidre couche ou éventuellement une seconde couche (3)
constituée de bismuth formée sur le substrat ou éventuellement
sur la premiére couche et rev8tant la forme d'%lots discontinus
- une couche de métal ferromagznétigue (4) formée sur cette
premidre ou éventuellement cette seconde couche,
20) Moyen d'enregistrement magnétique selon

da revendication 1, caractérisé en ce gue la premidre ou éven-

tuellement la seconde couche (3) constituge_de bismuth a une
épaisseur moyenne de ltordre de 10 & 1000A.

39) Moyen d'enregistrement magnétique selon
la revendication 1, caractérisé en ce que la couche de métal
ferromagnétique (4) est constitude de cobalt ou d'un alliage de
cobalt, '

49) Moyen d'enregistrement magnétique selon
la revendication 1, caractérisé en ce que la couchebhde métal
ferromagnétique (4) a une épaisseur de l'ordre de 100 & 1000 )1 .

5°) Moyen d'enregistrement magnétique selon la
revendication 1, caractérisé en ce que la premidre ou éventuel-
lement la seconde couche (3) aingi que la couche de métal ferro-
magnétique (4) sont déposées i une température du substrat
supérieure & 130°C,

6°) Moyen d'enregistrement magndtique selon la
revendication 1, caractérisé en ce que la premidre couche éven-
tuellement (2) est constituée d'un matériau choisi dans le groupe
Si, SiOZ, Si3N4 et SiC,

7°) Moyen d'enregistrement magnétique selon
la revendication 1, caractérisé en ce que la premidre gopche
éventuelle (2) & une épaisseur de 1ltordre de 50 & 500 A,
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